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1.緒言

シリコンカーバイド(Sic)はシリコン(Si)と比較 し､

バンドキャップが約 3倍､絶縁破壊電界が約 7倍､

熱伝導率が約3倍の物質的性質を持つ｡そのため次

世代デバイス用材科として大いに期待されている｡

しかし､SiCはモース硬度が 9でありダイヤモンド

に次 ぐ非常に高い硬度を持ち合わせ､また化学的に

非常に安定 した物性を示すため非常に加工が困難で

ある｡

本研究では難研磨材料であるSiCをラッピングす

る際に充分な加工レー トかつ良好な研磨面租さを兼

ね備えたスラリーを見出すことを目的とする｡そこ

でダイヤモンドスラリーの種類､砥粒径､添加剤に

よる加工特性への影響を検討 した｡なお添加剤は､

浸透性の向上によるダイヤモンド砥粒の加工面への

浸透､分散性 ･洗浄性の向上による研磨粉の排出の

促進､潤滑性の向上による研磨面精度の向上が期待
される界面活性剤を用いた｡これにより-加工効率と

研磨面精度の両立を目指す｡

2.実験方法と加工条件

表 1に加工条件を示す｡本研究ではダイヤモンド

スラリーの種類及び砥粒径､活性剤の添加による加

工特性への影響の二つの観点から検討 した｡

実験 1としてダイヤモンドスラリーの種類､砥粒

径による加工特性を比較するために粒径の異なる単

結晶､多結晶のダイヤモンド砥粒を水中に分散した

スラリーを加工に用いた｡用いたダイヤモンドスラ
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リーの種類及び砥粒径を表2に示す｡

実験 2としてスラリーに添加剤を加えた際の加工

特性の変化について検討するためにタイプの異なる

3種類の界面活性剤 をそれぞれスラリーに対 し

0.olwt%､0.05wt%､0.10wt射恭加 し加工を行った｡

また､実験 2のス ラリーは添加剤の添加量､種類に

よる加工レー トが最も高いものを加工に用いた｡

表 1加工条件

試料 SiCウエハ(2インチ)

加工装置 卓上小型ラッピングマシン

nanofactor社製 NF300HP

定盤 銅定盤 ≠300mm

錫定盤 ¢300mm

スラリー ダイヤモンドスラリ∵

流量 200mL/h

荷重 300g/cm2

回玩数 90(叩m)

表2ダイヤモンドスラリーの種類及び砥粒径

単結晶 SC-1(砥粒径 0.58′∠m)､SC-2(砥粒径0.98f∠m)

ダイヤ SC-3(砥粒径 1.83iLm)

多結晶 pc-1(砥粒径 0.33FLm)､PC-2(砥粒径0.71FLm)

3実験結果 ･考察

3.1スラリーの種類､砥粒径による加工特性

銅定盤および錫定盤を用い､各種スラリーで加工

した際の加工量を図 1､図 2に示す｡砥粒径の上昇

と共に加工量は向上する結果となり今回使用 したス

ラリーの中で最大砥粒径である PC-3(砥粒径 2.46

〃m)が最も高い加工量を示 した｡
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単結晶と多結晶の砥粒を比較した結果､双方の加

工量による差は今回の実験では顕著ではなかった｡

各定盤においては銅定盤と錫定盤では加工量は銅定

盤のほうが良好であったが,研磨面租さは錫定盤の

ほうが良好であった｡これは銅定盤のほうが錫定盤

より硬いためと考える｡
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図 1錫定盤とスラリー別の加工量
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図2銅定盤とスラリー別の加工量

3.2添加剤と加工特性の変化

3.1より使用するスラリーを加工量の最も高かっ

たスラリーPC-3とした｡添加した界面活性剤の種類､

濃度による加工量の変化を錫定盤については図 3､

銅定盤については図4に示す｡いずれの定盤におい

ても O.olwt%の添加濃度では銅定盤と錫定盤､共に

加工量は低下する結果となった｡添加剤ごとの加工

特性について着目すると､アニオン界面活性剤は添

加濃度にかかわらず両定盤において加工量は低下し

た｡カチオン活性剤は O.olwt%では加工効率は低下

するが､添加濃度が増加すると加工効率が向上する

結果となった｡ノニオン活性剤についても同様の傾

向が見られる｡研磨面租さについてはアニオン活性

剤を添加した際には添加濃度の上昇につれて向上す

る傾向が見られたがノニオン､カチオン活性剤につ

いては目立った傾向は今回の実験については見受け

られなかった｡今回の実験に用いた界面活性剤の中

では､アニオン活性剤は加工効率の低下が最も大き

いが,面粗さは最も良好となる｡これは,アニオン

活性剤の潤滑効果によるものと考える｡カチオン活

性剤とノニオン活性剤についてはスラリー中での粒

径の変化などが考えられる｡今後,明らかにしてい
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く予定である｡
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図3錫定盤と界面活性剤による加工量
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図4銅定盤と界面活性剤による加工量

4.緒言
本研究ではダイヤモンドスラリーの種類､砥粒径､添

加剤による加工特性-の影響を検討した｡種類､砥粒径

の検討についてはSiC基板ラッピング時の各種ダイヤモ

ンドスラリーによる加工量を把握することが出来た｡添加

剤の検討についてはアニオン､ノニオン､カチオン界面

活性剤による加工特性の変化の傾向を得ることが出来た｡

今回の実験では加工効率の向上と表面粗さの向上を両

立させるものは見出せなかったが前述したカチオン界面

活性剤､ノニオン界面活性剤を更に研究することで加工

プロセスの短縮を図れる可能性がある｡
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